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IGBT modules need to have higher reliability since their demand is expanding. To realize highly reliable modules, an 
ultra-small PCB current probe was developed, which enables to measure current imbalance among chips without 
changing inside structure of the module. This technique can be applied to wiring design and built-in current sensing for 
highly reliable module. 
キーワード：超小型 PCB電流プローブ, IGBT, 電流不均衡, ロゴスキーコイル, 高信頼モジュール, 埋め込みセンサ 
(ultra-small PCB current probe, Insulated Gate Bipolar Transistor, current imbalance Rogowski coil, highly reliable module, built-in 
current sensing) 
1. はじめに






























表 1 PCB電流プローブの仕様 



















































































































図 2 PCB電流プローブによる電流計測結果 






図 3 電流通過位置による PCB電流プローブの信号強度
（積分増幅後） 
Fig. 3 Signal strength depending on current position 












































3. IGBT チップ間の電流不均衡計測 
〈3･1〉IGBT チップごとの電流計測 
 チップ間で生じる電流不均衡を計測するため、チップが実






































































(a) PCB電流プローブを DBC基板に挿入した様子 
 
(b) 電流不均衡計測回路図 
図 5 電流不均衡計測実験 
Fig. 5 Measurement circuit of imbalanced current 
表 2 電流計測時における各ゲート抵抗値 
Table 2 Gate resistance value 
 Gate-A Gate-B 
条件 1 1Ω 1Ω 
条件 2 1Ω 2Ω 
条件 3 1Ω 0Ω(VG=－15V) 
 
 
図 4 PCB電流プローブ出力電圧の理論値との比較 
Fig. 4 Theoretical analysis of output voltage  
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(c) 1 チップに全電流が流れた時の測定波形 
図 6 電流不均衡計測結果 
Fig. 6 Result of imbalance current measurement 
